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Abstract
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK12]Crystalline silicon (c-Si) wafers are the dominating substrate materials for solar cells in current photovoltaic (PV) industry. Silicon (Si) wafer with positive-type (p-type) based solar cells dominates almost 95% of the global PV market. Recent goal in Si solar cell industry is focusing on cost reduction through inexpensive manufacturing processes. Standard manufacturing process of Si solar cell fabrication consist of damage removal, cleaning, texturing, phosphorus oxytrichloride (POCl3) diffusion, anti-reflective coating (ARC) deposition, metallization by screen printing technique, firing and light current-voltage (LIV) testing. These fabrications line are time–consuming and high temperature process which lead to high manufacturing cost.  This study presents the simplification of Si solar cell fabrication on p-type Si wafer. Simplified fabrication process eliminates the ARC deposition by plasma enhanced chemical vapour deposition (PECVD). Simplified Si solar cell was fabricated without silicon nitride (SiN) as ARC layer. In commercial solar cell, both pyramid texture on Si wafer and SiN have been used to reduce reflectance and enhanced the light absorption. From the reflectance measurement, it can be seen that SiN and pyramid texture shows an average reflectance curve. The efficiency obtained by commercial, fabricated and simulated solar cells were 17.09%, 9.44% and 9.67%, respectively. From the simulation study, it is proven that the low efficiency of simplified solar cell was attributed by low minority carrier lifetime of p-type Si wafer. 

[bookmark: OLE_LINK13]Keywords:  crystalline silicon solar cell, p-type Si wafer, anti-reflective coating, minority carrier life time, PC1D simulation

Abstrak
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Kepingan silikon kristal (c-Si) adalah bahan substrat yang mendominasi sel suria untuk industri fotovolta (PV) masa kini. Sel suria berasaskan kepingan silikon (Si) berjenis-p menguasai hampir 95% daripada pasaran PV global. Matlamat terkini dalam industri sel suria Si memfokuskan kepada pengurangan kos melalui proses pembuatan yang murah. Piawai pembuatan fabrikasi sel suria Si terdiri daripada penyingkiran kotoran, pembersihan, penteksturan, penyerapan fosforus oksitriklorida (POCl3), pemendapan lapisan anti-pantulan (ARC), penyaduran dengan teknik percetakan skrin, pembakaran dan ujian cahaya arus-voltan (LIV). Proses fabrikasi piawai ini memakan masa dan menggunakan suhu tinggi yang menyebabkan kos pengeluaran yang tinggi. Kajian ini membentangkan peringkasan proses fabrikasi sel suria Si di atas Si wafer jenis-p. Proses fabrikasi teringkas ini membuang proses pemendapan ARC oleh pengendapan kimia dipertingkat plasma (PECVD). Sel suria Si teringkas telah difabrikasi tanpa lapisan silikon nitrida (SiN) sebagai ARC. Dalam sel suria komersial, tekstur piramid pada Si wafer dan SiN telah digunakan untuk mengurangkan pantulan dan meningkatkan penyerapan cahaya. Dari pengukuran pantulan, SiN dan tekstur piramid menunjukkan pantulan yang agak sama. Kecekapan yang diperolehi oleh sel suria komersial, diringkas dan simulasi adalah masing-masing pada 17.09%, 9.44% dan 9.67%. Daripada kajian simulasi, ia membuktikan bahawa kecekapan yang rendah bagi sel suria teringkas adalah disebabkan oleh jangka hayat pembawa minoriti yang rendah pada Si wafer jenis-p. 

Kata kunci: 	kristal silikon sel suria, kepingan silikon jenis-p, lapisan anti-pantulan, jangka hayat pembawa minoriti, simulasi PCID
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